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ESERCIZIO N°1
5 punti (4)

Disegnare la caratteristica ingresso-uscita del circuito mostrato in figura per un intervallo di tensioni
di ingresso pari a [-5V, 5V].
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ESERCIZIO N°2
8 punti (4)

Con riferimento al circuito in figura, determinare il punto di riposo del transistore MOSFET.
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ESERCIZIO N°3
9 punti (4)

Nel circuito mostrato nell'esercizio precedente, si ricavi la funzione di trasferimento A(s)=V/Viy €
si disegni il diagramma di Bode del modulo. Si consideri per il transistore MOSFET g,,=2 mS.



ESERCIZIO N°4
5 punti (4)

Si ricavino 1 parametri r dell'amplificatore transresistivo del circuito mostrato in figura.

ESERCIZIO N°5
6 punti (4)

Ricavare il massimo sbilanciamento in uscita del circuito mostrato in figura. Si consideri
I'amplificatore operazionale ideale.
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